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する.低温 (T≦ 10K)で,通常のキャリア濃度 (Ns≦5×1012cm12)では,キャリ
アは2重の系列の基底サブバンドのみに存在する｡そして,これに付随する谷分裂は,
サブバンド形成の初の実験的証拠と言えるFowler等3)の磁気伝導に現われていたが,
その理論的解明は先に述べたように谷分裂を扱う定式の問題もあって長く未解決であっ
た｡
我々は谷分裂を扱う一方法としてextendedzone有効質量近似を提案し,Siの
(100)面n型反転層に適用し,谷分裂として次を得た｡
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